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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子を備えた半導体基板に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パ
ッドとして露出する複数の再配置配線を設けた半導体装置において、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続するように
して設けられた少なくとも１つの受動部品と、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、
前記受動部品を覆うようにして設けられた半導体素子を備える第２の半導体装置と、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面の幾つかの接続用パッドに外部との接続を
目的として設けられたはんだボールとを備え、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられた前記第２の半導体装置の高さ
は、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられたはんだボールの高さよりも
低い、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体素子を備えた半導体基板に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パ
ッドとして露出する複数の再配置配線を設けた半導体装置において、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続するように
して設けられた少なくとも１つの受動部品と、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、
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前記受動部品を覆うようにして設けられた半導体素子を備える第２の半導体装置と、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に前記第２の半導体装置を覆うようにして
設けられた表面保護膜と、
　前記表面保護膜の外部との接続端子部分に形成された開口部に埋め込まれた導電体柱と
を備える、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　半導体素子を備えた半導体基板に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パ
ッドとして露出する複数の再配置配線を設けた半導体装置の製造方法において、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続するように
して少なくとも１つの受動部品を設け、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、
前記受動部品を覆うようにして第２の半導体装置を設け、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面の幾つかの接続用パッドに外部との接続を
目的としたはんだボールを設け、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられた前記第２の半導体装置の高さ
を、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられたはんだボールの高さよりも
低くする、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　半導体素子を備えた半導体基板に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パ
ッドとして露出する複数の再配置配線を設けた半導体装置の製造方法において、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続するように
して少なくとも１つの受動部品を設け、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、
前記受動部品を覆うようにして第２の半導体装置を設け、
　前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に前記第２の半導体装置を覆うようにして
表面保護膜を設け、
　前記表面保護膜の外部との接続端子部分に開口を形成して該開口部に導電体柱を埋め込
む、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体基板上に回路素子を搭載した半導体装置とその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　再配置配線を施した半導体装置の製造方法の一例を以下に説明する。
【０００３】
　まず、ＩＣ製造工程内で形成されたオリジナルパッドを有するシリコンウエハーの表面
全面に感光性ポリイミド樹脂層を形成し、露光現像処理によってオリジナルパッド部分を
露出させた後、ポリイミド樹脂層を加熱硬化させる。次に薄膜形成装置内でパッド表面に
形成されている酸化膜を除去した後、ウエハーの表面全面にＣｒ層とＣｕ層から成る２層
膜を形成する。次に２層膜の表面全面にメッキレジスト膜を形成し、露光現像処理によっ
て再配置配線部分を露出させ、メッキレジストの硬化処理後、露出部分にＣｕメッキを行
う。次にメッキレジスト膜を剥離し、２層膜上のＣｕメッキ部分以外のＣｕ層とＣｒ層を
エッチングで除去する。次にウエハー表面全面に感光性ポリイミド樹脂層を形成し、露光
現像処理によって再配置配線の一部を露出させた後、ポリイミド樹脂層を加熱硬化させる
。次に再配置配線の露出部分にバンプを形成する。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
　前記半導体装置はＩＣだけで構成されるわけではなく、ＩＣの周辺には数多くの受動部
品が配置接続されることで電気回路が形成され、所定の機能を実現している。半導体装置
の小型化要求に対してはリアルサイズＣＳＰや複数のＩＣを一つのパッケージに組み込む
手法が提案されているが、より高度な実装を実現するには、ＩＣ部分を小型化するだけで
なく回路を構成している受動部品をも含めた対策が必要となる。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みて創作されたもので、その目的とするところは、高密度実装の
要求に追従できる半導体装置とその製造方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、本発明に係る半導体装置は、半導体素子を備えた半導体基板
に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パッドとして露出する複数の再配置
配線を設けた半導体装置において、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上
の接続用パッドと接続するようにして設けられた少なくとも１つの受動部品と、前記半導
体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、前記受動部
品を覆うようにして設けられた半導体素子を備える第２の半導体装置と、前記半導体装置
の接続用パッドが露出する面の幾つかの接続用パッドに外部との接続を目的として設けら
れたはんだボールとを備え、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられた前
記第２の半導体装置の高さは、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に設けられた
はんだボールの高さよりも低い、ことをその特徴とする。また、半導体素子を備えた半導
体基板に、オリジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パッドとして露出する複数の
再配置配線を設けた半導体装置において、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に
２以上の接続用パッドと接続するようにして設けられた少なくとも１つの受動部品と、前
記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、前記
受動部品を覆うようにして設けられた半導体素子を備える第２の半導体装置と、前記半導
体装置の接続用パッドが露出する面に前記第２の半導体装置を覆うようにして設けられた
表面保護膜と、前記表面保護膜の外部との接続端子部分に形成された開口部に埋め込まれ
た導電体柱とを備える、ことをその特徴とする。
　また、本発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体素子を備えた半導体基板に、オリ
ジナルパッドと接続し、且つ、一部が接続用パッドとして露出する複数の再配置配線を設
けた半導体装置の製造方法において、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以
上の接続用パッドと接続するようにして少なくとも１つの受動部品を設け、前記半導体装
置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、前記受動部品を
覆うようにして第２の半導体装置を設け、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面の
幾つかの接続用パッドに外部との接続を目的としたはんだボールを設け、前記半導体装置
の接続用パッドが露出する面に設けられた前記第２の半導体装置の高さを、前記半導体装
置の接続用パッドが露出する面に設けられたはんだボールの高さよりも低くする、ことを
その特徴とする。また、半導体素子を備えた半導体基板に、オリジナルパッドと接続し、
且つ、一部が接続用パッドとして露出する複数の再配置配線を設けた半導体装置の製造方
法において、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に２以上の接続用パッドと接続
するようにして少なくとも１つの受動部品を設け、前記半導体装置の接続用パッドが露出
する面に２以上の接続用パッドと接続し、且つ、前記受動部品を覆うようにして第２の半
導体装置を設け、前記半導体装置の接続用パッドが露出する面に前記第２の半導体装置を
覆うようにして表面保護膜を設け、前記表面保護膜の外部との接続端子部分に開口を形成
して該開口部に導電体柱を埋め込む、ことをその特徴とする。
【０００７】
　この半導体装置及び半導体装置の製造方法によれば、再配置配線の接続用パッドを利用
して他の回路素子を搭載することにより、半導体素子に他の回路素子を接続して三次元に
構成された複合回路を簡単に構成することができ、これにより高密度実装の要求に追従で



(4) JP 4122143 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

きる半導体装置を提供できる。
【０００８】
　本発明の前記目的とそれ以外の目的と、構成特徴と、作用効果は、以下の説明と添付図
面によって明らかとなる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　図１及び図２に示す半導体装置ＳＣ２にはパッド２１に接続された種々形状の再配置配
線２２が設けられ、その一部に接続用パッド２２ａが形成されている。幾つかの再配置配
線２２の接続用パッド２２ａには外部との接続を目的としたはんだボール２３が設けられ
、また、幾つかの配置パターン２２の接続用パッド２２ａは図３に示す他の半導体装置Ｓ
Ｃ３用の接続端子としてそのままの状態で露出している。また、半導体装置ＳＣ２の部品
実装面には、１つのコンデンサ部２４が２つの再配置配線２２の接続用パッド２２ａと接
続するように設けられ、２つの抵抗部２５がそれぞれ２つの再配置配線２２の接続用パッ
ド２２ａと接続するように設けられている。
【００１０】
　コンデンサ部２４は積層セラミックコンデンサ等から成り、一方の外部端子を図中左側
の再配置配線２２の接続用パッド２２ａに接続され、他方の外部端子を図中右側の再配置
配線２２の接続用パッド２２ａに接続されている。このコンデンサ部２４は予め作成した
コンデンサ部品を半田や導電性接着剤を用いて接続する他、半導体装置ＳＣ２の部品実装
面に積層構造のコンデンサ回路を直接形成することにより設けることも可能である。
【００１１】
　各抵抗部２５は、２つの再配置配線２２の接続用パッド２２ａに重なるようにスクリー
ン印刷等の厚膜形成法によって抵抗ペーストを塗布して硬化させることにより形成されて
いる。抵抗部２５用の抵抗ペーストには、熱硬化性或いは光硬化性の樹脂に金属粉末を添
加したもの等から成る抵抗ペーストが使用できる。勿論、各抵抗部２５は予め作成した抵
抗部品を半田や導電性接着剤を用いて前記コンデンサ部品と同時に実装するようにしても
よい。
【００１２】
　図３に示した半導体装置ＳＣ３は６つのボール状のバンプ３１を有している。図４及び
図５に示すように、この半導体装置ＳＣ３は各バンプ３１が半導体装置ＳＣ２に形成され
た接続用パッド２２ａに接続される。また、図４には半導体装置ＳＣ３がコンデンサ部２
４及び抵抗部２５を覆うようにして半導体装置ＳＣ２に実装されている状態が図示されて
いるが、コンデンサ部２４及び抵抗部２５の位置は半導体装置ＳＣ３の下に限定されず、
半導体装置ＳＣ２の実装面上任意の位置に配置できることは言うまでもない。
【００１３】
　図５から分かるように、実装後の半導体装置ＳＣ３の高さを半導体装置ＳＣ２に設けら
れたはんだボール２３の高さより低くすることで、半導体装置ＳＣ３が実装された半導体
装置ＳＣ２を基板等に実装する場合、半導体装置ＳＣ３が実装の支障になることはない。
【００１４】
　このように図１及び図２に示した半導体装置ＳＣ２と図４及び図５に示した半導体装置
によれば、再配置配線２２の接続用パッド２２ａを利用してコンデンサ部２４や抵抗部２
５等の受動部品や別の半導体装置ＳＣ３を半導体装置ＳＣ２に搭載することにより、半導
体装置ＳＣ２の半導体素子に他の回路素子を接続して三次元に構成された複合回路（図１
～図５参照）を簡単に構成でき、これにより高密度実装の要求に追従できる半導体装置を
提供できる利点がある。
【００１５】
　尚、図１～図５に基づく説明では、チップサイズの半導体装置ＳＣ２にコンデンサ部２
４や抵抗部２５や半導体装置ＳＣ３等の回路素子を搭載するものを例示したが、ウエハー
サイズで回路素子を搭載した後にウエハーをチップサイズにカットして図１及び図２に示
す半導体装置ＳＣ２や図４及び図５に示す半導体装置を得るようにしてもよい。
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【００１６】
　また、回路素子としてコンデンサ部２４と抵抗部２５と半導体装置ＳＣ３を例示したが
、これら以外の種々の回路素子を実装できることは言うまでもなく、再配置配線２２の形
状も任意に変更可能である。
【００１７】
　さらに、半導体装置ＳＣ２としてはんだボール２３が設けられているものを示したが、
予め作成したコンデンサ部品と抵抗部品を半導体装置ＳＣ２に実装する場合には、コンデ
ンサ部品または抵抗部品を搭載する前に接続用パッド２２ａ上にスクリーン印刷法によっ
てはんだボール２３用のはんだペーストを印刷しておき、コンデンサ部品と抵抗部品を半
田によって接続するに際してリフロー炉を通過させるときに、印刷されたはんだボール２
３用の電極ペーストを加熱溶融してボール状のはんだボール２３を形成するようにしても
よい。
【００１８】
　さらに、半導体装置ＳＣ２上に形成する再配置配線２２は厚膜形成方法（スクリーン印
刷法による導体ペーストの印刷とその硬化、ディスペンサ法による導体ペーストの描画及
びその硬化、インクジェット法による導体ペーストの描画及びその硬化）によって形成す
ることができる。また、従来例に示した様な薄膜技術を用いた再配置配線の形成方法によ
り製造された半導体装置を半導体装置ＳＣ２として用いても前記同様の作用効果を得るこ
とができる。
【００１９】
　さらに、図６に示す様に、各種の回路素子を搭載した半導体装置ＳＣ２の部品実装面に
表面保護膜２６を形成し、外部との接続端子部分を開口し、その開口部に導電体柱２７を
埋め込み、導電体柱２７の上にはんだボール２８を形成することで回路部品を組み込んだ
真の意味でのＳＩＰ（システム・イン・パッケージ）をリアルサイズＣＳＰで作ることが
できる。
【００２０】
　表面保護膜２６の形成と接続端子部の開口には、スクリーン印刷法など各種の厚膜形成
方法や半導体装置ＳＣ２の部品実装面全面に保護膜を形成し接続端子部分をレーザ加工で
開口する方法が使用できる。導電体柱２７の形成は無電解メッキ法や導電ペーストを充填
する方法が用いられ、はんだボール２８はクリームはんだ印刷法やはんだボールを直接搭
載する方法で形成することができる。
【００２１】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明によれば、半導体素子に他の回路素子を接続して三次元に
構成された複合回路を簡単に構成することができ、これにより高密度実装の要求に追従で
きる半導体装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　半導体装置の上に回路部品を搭載した状態を示す図
【図２】　図１の側面図
【図３】　図１に示した半導体装置に搭載される他の半導体装置を示す図
【図４】　図１に示した半導体装置に図３に示した半導体装置を搭載した状態を示す図
【図５】　図４の側面図
【図６】　図３に示した半導体装置に絶縁膜を形成してＩＣパッケージとなった状態を示
す図
【符号の説明】
　ＳＣ１…半導体装置、ＳＣ２…半導体装置、２１…パッド、２２…再配置配線、２２ａ
…接続用パッド、２４…コンデンサ部、２５…抵抗部、ＳＣ３…半導体装置。



(6) JP 4122143 B2 2008.7.23

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(7) JP 4122143 B2 2008.7.23

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  23/14     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/56    　　　Ｅ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/56     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  23/12    　　　Ｈ          　　　　　

(56)参考文献  国際公開第９８／０４０９１５（ＷＯ，Ａ１）
              実開昭６３－０４９２５４（ＪＰ，Ｕ）
              特開平１１－１４５１４２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０７７５７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１００８２１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  25/00
              H01L  23/12
              H01L  25/07


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

